ELEC 2330 : Electronigue Physique

Séancen®8: Letransstor MOS

Exercice 1 : Relevé de paramétres technol ogiques a partir de courbes de caractérisation

Voici la courbe de mesure (Ip,Vg) d’ un transistor NMOS pour une tension drain-source Vps =
0.5V et Vs=Vg=0V.
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- Déterminez, a partir de cette courbe, latension de seuil V1 du transistor.

- Sachant que la courbe (Ip,Vg) est déplacée de 500mV vers la gauche lorsque la tension de
substrat Vg est portée a 2.5V (Vs = 0V), déterminez le facteur A d’ effet de substrat du transistor.

- Déterminez, suivant la valeur de latension grille-source, dans quel mode se trouve le transistor
(linéaire/saturé).

- A partir d'un point de la courbe en mode saturé, déterminez lavaleur de 3=(W/L)nCox.

- Représentez sur un graphique « Memmelink-Jespers » |’ évolution du courant suivant le niveau
delatension grille-source (ceci vous permet de vérifier le mode du transistor).

Exercice 2 : Circuit a deux transistors nMOS

Soit le circuit suivant composé de deux transistors nMOS.
Sachant que A1=A=1.2, (W/L)1:10, (W/L)2:40, VTH,l = VTH’Z =

0.5V, et que les tensions Vg sont nulles, R

- en supposant V, = 0.8V, déterminez les tensions Vi et Vo | l vV
minimales pour que les deux transistors fonctionnent en régime out
saturé (justifiez s possible avec le graphiqgue Memmelink- V _| M
Jespers). 1 1

- comment sont modifiées ces tensions s le substrat des deux
transistors est connecté alamasse du circuit ? V2 —| M 5

- en considérant V1 et V, comme les entrées du circuit, quel est,
d’ aprés vous, lafonction de ce circuit ?



